FIITHEWHETHRAFA

‘ M SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

7268 (o145 s&cic122s) N VAES RN TR E
Vps= 30V

RDS(ON), Vgs@4.5V, Ids@20A = 75mQ@TYP

RDS(ON), Vgs@1 OV, |ds@20A = 45mQ@TYP
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B/ BK B/ =IN B/ =IN B/ =IN
A 2.200 2.400 0.087 0.094 E 5.400 5.700 0.213 0.224
A1 0.000 0.127 0.000 0.005 2.300 TYP. 0.091 TYP.
B 1.350 1.650 0.053 0.065 el 4.500 4.700 0.177 0.185
b 0.500 0.700 0.020 0.028 L 9.500 9.900 0.374 0.390
b1 0.700 0.900 0.028 0.035 L1 2.550 2.900 0.100 0.114
C 0.430 0.580 0.017 0.023 L2 1.400 1.780 0.055 0.070
ci1 0.430 0.580 0.017 0.023 L3 0.600 0.900 0.024 0.035
D 6.350 6.650 0.250 0.262 \% 3.800 REF. 0.150 REF.
D1 5.200 5.400 0.205 0.213
www.superchip.cn g2 L 2m Version 1.0




